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１．概要（Summary） 

現在の半導体デバイスの配線には銅やタングステンな

どの金属が用いられているが、LSI の微細化に伴いこれ

らの金属配線に替わる低抵抗かつ高電流密度耐性の材

料が求められている。我々は、カーボンナノチューブやグ

ラフェンを配線材料として利用する研究を行っている。水

平方向の配線をグラフェン、垂直方向にカーボンナノチュ

ーブを接続した三次元カーボン配線はソリューションのひ

とつとして有望視されている。今回、我々は熱酸化膜付シ

リコン基板上に転写したCVDグラフェン上にカーボンナノ

チューブを成長させて、三次元カーボン配線を作成した。 

 

２．実験（Experimental） 

利用した装置 

・RIE 装置 ・真空蒸着装置 ・マスクレス露光装置 ・スピ

ンコーター ・ホットプレート ・アルゴンミリング装置 ・クリ

ーンオーブン 

触媒付シリコン基板上で成長させた CVD グラフェンを

熱酸化膜付きシリコン基板上に転写し、マスクレス露光装

置で下部配線をパターンニングした。その後、RIE 装置

でO2プラズマによりグラフェンを配線状に加工、その上に

絶縁層として HSQ をスピンコートしてクリーンオーブンで

焼成した。こうしてできた下部配線にあわせてマスクレス

露光装置でホールパターンを形成、RIE で HSQ 絶縁層

に穴をあけ、カーボンナノチューブを垂直配向成長させる。

絶縁層より上に飛び出たカーボンナノチューはアルゴンミ

リング装置で取り除き、その上に測定電極をパターニング

蒸着リフトオフ形成した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 は成形した三次元カーボン配線の光学顕微鏡

写真と断面概念図である。グラフェンとカーボンナノ

チューブはカーボンナノチューブ成長触媒を介して

接続されておりカーボン配線として十分に機能する。 

 

 

Fig.1 Three Dimensional carbon interconnects with 

graphene and carbon nanotube. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 


